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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 2/58/ - 1987 

M, OAKUBOWSKA: Optymalizacja procesu otrzymywania proszku srebra do past elektro-
nicznych 
W artykule jest przedstawiona nowa metoda otrzymywania proszku srebra stosowane-
go. Warunki optymalne prowadzenia procesu zostały znalezione za pomocę statystycz-
nej metody planowanie doświadczeń. Omówiono także badania własności tych prosz-
ków pod kętem zastosowania ich do past elektronicznych. 

K. SIKORSKI, A. SZUMMER! Metody ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej cienkich 
warstw na podłożach 
W pracy podano przeględ metod korekcji wyników ilościowej mikroanalizy rentge-
nowskiej cienkich wieloskładnikowych warstw półprzewodnikowych, ceramicznych 
i metalicznych osadzanych na podłożach litycn z innych materiałów, w przypadku 
bardzo cienkich warstw, gdy padajęca wiązka elektronów przechodzi Już na wskroś 
przez warstwę, konieczne Jest stosowanie specjalnych metod korekcji różnięcych 
się zasadniczo od metod mikroanalizy rentgenowskiej próbek litych. Omówiono szcze-
gółowe założenia poszczególnych metod, zastosowane uproszczenia, zakres zastoso-
wań oraz uzyskiwane dokładności. Uwzględniono ostatnie osięgnlęcia dotyczące mi-
kroanalizy rentgenowskiej bardzo cienkich warstw. 

G. GAWLIK, a. 3AGIELSKI: Badania elipsonetryczne krzemu implantowanego fosforem 
Badano warunki termicznej rekrystalizacji krzemu implantowanego fosforem dawkami 
od lxlOl^ do 2xl0l=P+cm"2. Na płytkach poimplentacyjnie wygrzewanych n temperatu-
rach od 450°C do 550°C obserwowano pojawienie się efektów barwnych. Dędrowa mi-
kroanaliza tych próbek wykazała obecność bardzo cienkiej, silnie zdefektowanej 
warstwy powierzchniowej. Oednocześnie stwierdzono znaczne zmiany wartości para-
metrów ellpsometrycznych 4 i y . Efekty barwne przypisano interferencji świat-
ła w warstwie powierzchniowej o współczynniku załamania modyfikowanym obecnośclę 
defektów strukturalnych. 

A. BRZOZOWSKI, B. OCZKIEWICZ: Korekcje profilu rezystywnoścl przy wykorzystaniu 
rezystancji rozpływu 
Praca zawiera opis metody korekcji profilu rezystywnoścl otrzymanego z pomiarów 
rezystancji rozpływu na szlifach skośnych, w szczególności opis programu oblicze-
niowego służęcego do korekcji. Metoda ta została zastosowana do korekcji profilu 
razystywności płytek krzemowych z warstwę epitaksjalny. 

T. a. C H R U ^ C I A S K A : Oznaczanie śladowych zawartości sodu 1 potasu w węglanie litu 
wysokiej czystości metodę płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej 
Opisano metodę oznaczania sodu i potasu w węglanie litu na poziomie dziesiątych 
części /ug g"^ przy użyciu płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Po-
miary wykonywano na spektrometrze absorpcji atomowej Model 430 f-my Perkin-Elner 
w płoaleniu powletrze-wodór /w 4% roztworze próbki w kwasie solnym/. Wpływy ma-
trycowe eliminowano za ponocę metody dodatków wzorca, wpływy spektralne - za po-
mocę układu korekcji tła w zakresie widzialnym. Metoda Jest prosta 1 dokładna. 
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M. OAKUBOWSKA: The optlnalizatlon of the process of obtaining silver poitder for 
electronic pastes 

This paper presents the new method of obtaining silver powder. The optlaum 
conditions have been found by using the statistical methods of planning 
experlBents. The investigations of properties of these powders used for electronic 
pastes were discussed. 

K. SIKORSKI, A, SZUMMERi Correction methods in quantitative electron probe X-ray 
Dicroanalysis of chin coatings 
A review of correction methods in'quantitative electron probe X-ray microanalysis 
of thin semiconductor, ceramic and metallic costings on solid substrates is 
presented. In the case when a high energy beam of incident electrons passes 
through a thin film and is stopped in a substrate it is necessary to apply 
a modified correction procedure which is different in comparison with that used 
for bulk specimens. The principles of particular correction methods, their 
application, simplifications and accuracy are described. The latest achievements 
in quantitative X-ray microanalysis of thin coatings have been taken Into eccount. 

G. GAWLIK, 0. aAGIELSKI: Elllpsometric studies of P* implanted silicon 
Post-irradiation annealing conditions of P'*' implanted silicon were examined. 
Wafers were implanted with the doses ranging from IxiQl^P^cm-^ up to 2xlOl5p+(.m-2. 
wafers annealed at temperatures between ASO^C and SSQOc revealed surface colouring 
effects. RBS analysis of annealed samples indicated the presence of very thin, 
heavily damaged surface layer. Significant changes in alllpsometric parameters 
and yr have also been observed. Colour effects can be ascribed to the interference 
of light on the surface layer with refractive index modified by structural defects. 

A. BR20Z0WSKI. 8. 0CZKIEWIC2: Correction of the Resistivity Profiles Measured 
by the Spreading Resistance' Method 
The correction method for ^reading resistance resistivity profiles measured on 
beveled semiconductor specimens is described. The programm to calculate the 
correction factor is proposed. As the example this method is applied to correct 
the resistivity profiles obtained on silicon epitaxial structures, 

T.D. CHRL§CI^SKA: Determination of trace Impurities of sodium and potassium in 
high purity lithium carbonate by flame atomic absorption spectrometry 
The method of sodium and potassium determination at O.l ^g g~l level in lithium 
carborate by flame atomic absorption spectrometry has been described. Measurements 
were carried out with the.Perkln-Elmer atomic absorption spectrometer Model 430 
in an air-hydrogen flame /in a simple solution in HCl/. Matrix interferences 
were eliininatad by the method of standard additions, spectral interferences - by 
a background correction system In the visible region. The method is simple and 
accurtte. 
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M. HKyBOBCKAi 0nTHMa;iH3aqHa npcijecca noJiyieHHfl cepe6pjniHoro noponiKa 

B 3Tott ciaibe npejjciaBJieHo HOBUH MEIOFL noJiy^eHHH cepeOpaHHoro nopomKa. OniHiiajibHŁie 
ycjioBHH 6huiH Ha0;(eHu npH noiiomn MaTeMaiHsecKoro MeTo;;a naaHHpoBaHim DKcnepHMeHTa, 
npeflciaBJieHO TOKS csoftcTBa HyatHue aa« HcnoJiiiaoBaHHH 3THX noponiKOB B 3;ieKTpoHH<iecKHx 
nacTax. 

K. CHKOPCKH, A . lliyM!JEP: M e i o w KOJIHIECTBEHHORO PEHIREHOBCKORO NHKPOAHAAHSA TOHKHX 
cjioeB Ha 0CH0BaHHHX 

npe.i;cTaBJieHO npocMOip MeiojłOB KoppeKUHH pesyjubiaioB KOJiHiecTBeHHoro peuireHOBCKoro 
MHKpoanajiHaa ( p . M . ) IOHKHX, MHorOKOMnoHeHTHm ^0JIy^p0B0.^HaK0Bnx nJieHOK, KepaiuiiecKHX 
H META;i.jiHMecKHx c;ioeB ocaxiiBaHHi>ix na naccHBiooc ocHosaHiui HS APYRHX IIATEPBAJIOB. 
B cjiywae oieHb TOHKHX caoes, K o r m naflannHil DjieKTpoHHufl nyioK nepexoflHT nacKsosb, 
caoH, Heo6xoflHMoe npHueHeHHe cneuHajibHiK ueioflOB KoppeioiHH, 0TjiiH'iaBmHxca fleflCTBHiejib-
HO OT UeTOAOB p . M . UaCCHBmOC OCpaSIfOB. 
OOcyijjaHO no;ipo6HMe npe^noaoKeHHa OTseJibincc iieTo;;oB, npHMeHe™ ynpomeHB«, oSaacib 
NPHMEHSHHFT, laioce NOJIY<IAEMHE TOIHOCTH. IIPHHJITO BO BHAUAHHE NOCJIEFLHHE FLOCTMTEHHH OTHO-
CAQHE p . M . oieHb TOHKHX cjioes. 

r . TABJIHK, H. ^r^ThCKH: 3ajiHncoMeTpHiecKHe Hccjie;;oBaHHH HunjiaHTHpoBaHHoro (j)oc$opoM 
KpeMHHil 

HccaeAOBaHo ycjioBaa legMHtiecKoH DeKpHCiaaH3ai;nH KpeMHHa HMnaaHTHpoBaHHoro ifocitiopoM 
AoaaMH OT lx lol^ P+CM-2 JO 2X1015P+CM-2. nocjie OTJcHra B TeMnepaTypax oi 450°C flo 
550OC Ha njiacTHHKax Ha6jiii4a;iHCb ^BeTHHe aijKfeKTu. HccjieflOBaHHfl MeioflOM nflepnoro pacce-
HHIIA OTOJOCSHHIDC ofipaanoB noKaaaJiH npHcyiciBHe ipeaBHiaftHO TOHKoro, CHJibHo nospesfleB-
Horo n0BepxH0CTH0r0 cjioa. OjłHOBpeMeHHo saue^eBO CBJiŁBne HSMeBeBBa sBaieEB« ajuianco-
MeTpBHecKBX napaMeipoB y B 4 . UseiHue 3(jxj)eKTH npBnacaHo BHTep^epeaKBB CBeia B TOH-
KOM n0BepxH0CTB0M caoe c K03$<})BUBeHT0M nepeaoMJieHHfl HSMeBeHHUM noopeiCTBOM CTpyKTy-
PHHX ieijieKTOB. 

A . KIK030BCKH, E . OIKEEIW: KoppeKuaa npo({>BJie» yiejibHoro conpOTBBjieBB« B3MepaeuHX 

MeTO^OM conpoTBBJieHHH pacTeKaHHH 

OnHoaH Meioji KoppeKiłHB npoiHJlefl yfle;ibHoro oonpoTBB;ieHBJi ASMEPAEMK* na KOCOM OIJIAIE 
nojiynpoBOflHHKa. npeflCTaB^iena nporpaMMa smacneHuii KoppeKuHOBHoro K0 3(|ii})BuHeBia. npB-
BOflHTca npHMep npHraameHH« MeTO^a fljiH KoppeimBH pacnpefleaeHBfl yjeJibHoro oonpoiBBje-
HHH B 3nHTaK0HajIbHUX CTpyKTypaX KpeMBfl. 

T . a . XPyCbUHHbCKA: Onpej;eJieHHe OJIE^OB naipa« H KajiBH B KapSoHaie JIBIBH BUCOKOS 

MBCTOTU njiaMeHHOM aTOMHO-AECOP6UHOHHOM MeiOflOM 

A CTATBE NPEACTABJIEH NJIAMEHHUTT ATOMBO-AOCOPMIHOHHUIŁ MCTOA ONPEAEJIEHBA NATPAII B KAJIBJI 
Ha y p o B H e AECFLTIIDC flojiefl MKF B KapSonaie N A I B A . ONUTH npoae^IEHU B BosjyinHO-BOFLO-
POSHOM NJIAMEHB B 4% pacTBope LI2CO3 b HCL c ACNOJIBSOBAHBEM AIOUHO-aecopimBOHHOBo 
cneKTpoMeTpa ifBpMH Perkln-Elmer. 

MaipaiBHe o^bktu yoTpaHeHH BBe^eHaeM CTaH^apTHŁDC ^oCaBOK, cneKTpaaŁHue noMexB -
BBBAEHAEM nonpasKB na ({IOH B BBAHMOH o6;iaciB cneKTpa. MeTOA npoCTOfl B na^eziocH. 
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OD REDAKCai 

W ramach wydawanych zeszytów serii PRACE ITME ostatnio ukazały się 
następujęce pozycje: ^ 

Nr 15 - 1985: 3. Koree -
"Modelowanie procesu epitaksji z fazy gazowej" 

Nr 16 - 1985: A, Bajor, G. Adamkiewicz -
"Fotometryczna metoda pomiaru naprężeń w materiałach 
półprzewodnikowych" 

Nr 17 - 1986: 3. Marks, A. Taczanowski -
"Helowe wykrywacze nieszczelności. Budowa i zastoso-
wanie" 

Nr 18 - 1986: G. Adamkiewicz. A. Bajor -
"Badanie naprężeń w krzemie otrzymywanym metodę 
Czochralskiego" 

Nr 19 - 1986: M. Pawłowska, A. Bukowski, A, Hruban, S. Strzelecka -
"Badanie aktywności elektrycznej defektów struktural-
nych w materiałach półprzewodnikowych" 

Nr 20 - 1986: E. Abgarowicz, A. Oaworski, P. Pietraszek, a. Podedwor-
na, A. Szymański, A, Tarnowska-Person -
"Diament syntetyczny, Cz. I. Wybrane zagadnienia synte-
zy diamentów" 

Nr 21 - 1986: E. Abgarowicz, A. Gaworski, G. Ourkowski, M. Substyn, 
A. Tarnowska-Person -
"Diament syntetyczny, Cz. II. Metody badania własności 
i zastosowania" 

Nr 22 - 1987: K. Stróż -
"Precyzja wyników mikroanalizy rentgenowskiej i metody 
jej podwyższenia" 
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I N F O R M A C J A D L A A U T O R Ó W 

R e d a k c j a M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H uprze jm ie pros i A u t o r ó w o prze-
s t rzeganie p o d a n y c h niżej w s k a z ó w e k : 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie 
z rysunkami i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczycti arkuszacln formatu A4, jedno-
stronnie z interlinia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm ż lewej strony. Na ar-
kuszu nie powinno być więcej niż 3 1 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony 
powinny być numerowane. 

3 Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w którycłi powinny być umie-
szczone rysunki i tabele 

4 Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużyc^^) należy wykonywać osobno, 
nie w maszynopisie caiegc) artykułu, w 2 egzemplarzach na oddzielnycłn arku-
szach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniajacy. 

5 Artykuły należy nadsyłać w 2 egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie 
streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 2 egzempla-
rzach, także przetłumaczony tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz 

załaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierajace te-
ksty napisów pod rysunkami należy sporządzać oddzielnie(niezależnieod tekstu 
artykułów) w 2 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezroczystej 
kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze foto-
graficznym. Numery fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie -
ołówkiem. Numeracja należy objąć rysunki i fotografie łącznie. W przypadku gdy 
istotne jest roz mieszczen ie fotografii, zamieszczeń ie dodat kowyc h wskaźników 
lub skali - prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od fotografii do reprodu-
kcji). 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury .'wymieniając kolejno na-
zwisko autora i pierwszelitery imion, pełny tytuł dzieła, tytuł czasopisma, numer 
tomu I zeszytu, miejsce wydania-i rok. ewentualny numer strony Pozyc je wy-
kazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście powołania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. ^ l ." 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar. skróty najważniejszych oznaczeń wiel-
kości we wzorach muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie 
Normy i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony 
przez Autora. Nazwy fonetyczne użytych liter greckich lub innych oznaczeń na-
leży podawać ołówkiem w lewym marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezbędnych skrótów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w ,,Materiałach Elektronicznych" uwa-
żany jest za równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była druko-
wana ani wysłana do druku w żadnym innym czasopiśmie krajowym lub zagrani-
cznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem, i nazwiskiem Autora 
oraz nazwą i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie ty-
tułu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
siania honorarium). W przypadku artykułu opracowanego przez zespół Autorów 
prosimy o podanie procentowego udziału autorskiego. Bez tych danych honora-
rium będzie dzielone na równe części. 
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